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(54) Title: SWITCH ASSEMBLY
(54) Bezeichnung : SCHALTERANORDNUNG

(57) Abstract: The invention relates to a switch assembly

10 for switching through positive and negative voltages at an
, 42 input to an output, said switch assembly being provided
with two series connections (24, 26) which are connected

in parallel and comprise two PMOS or two NMOS

transistors (16, 18, 20, 22), which are connected between
- r\ / ( )
4

the input and the output. The sources and the substrates of
28 / the input-side PMOS and NMOS transistors (16, 20) are
20 40 connected to the input terminal (12) and the sources and

38\ \\33 UWK ol ‘/ ° f the substrates of the output-side PMOS and NMOS
jT ‘r\ transistors (18, 22) are connected to the output terminal

34 34 (14). When the input terminal (12) is to be blocked with
respect to the output terminal (14), or vice versa, a control

. ' unit (42) applies a respective control voltage which is

34{ l( -l greater than the voltage at the input and output terminals

12 o r\ \2 4 (12, 14), less the threshold voltage of the respective

30 ﬂj'VON +V0Nﬂ 18 PMOS tranS}stor (16, 18), to the gate of the mput-s%de

16 PMOS transistor (16) and to the gate of the output-side

PMOS transistor (18), and applies a control voltage which

+ + is smaller than the voltage at the input and output

L 1 o terminals (12, 14), plus the threshold voltage of the

respective NMOS ftransistor (20, 22), to the gate of the

. input-side NMOS transistor (20) and to the gate of the

Fig.1 output-side NMOS transistor (22). When the input

terminal (12) is conductingly connected to the output

terminal (14), the control unit (42) applies a respective

control voltage which is less than the voltage at the input and output terminals (12, 14) by at least the threshold voltage of the

respective PMOS transistor (16, 18), to the gate of the input-side PMOS transistor (16) and to the gate of the output-side PMOS

transistor (18), and applies a control voltage which is greater than the voltage at the input and output terminals (12, 14) by at least

the threshold voltage of the respective NMOS transistor (20, 22), to the gate of the input-side NMOS transistor (20) and to the gate
of the output-side NMOS transistor (22).

N

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, Veriffentlicht:
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Schalteranordnung zum Durchschalten von positiven und negativen Spannungen an einem Eingang zu einem Ausgang ist
versehen mit zwei parallel geschalteten Serienschaltungen (24,26) aus zwei PMOS- bzw. zwei NMOS-Transistoren ( 16,
18,20,22), die zwischen den Fingang und den Ausgang geschaltet sind. Dabei sind die Sources und die Substrate der
eingangsseitigen PMOS- und NMOS-Transistoren (16,20) mit dem Eingangsanschluss (12) und die Sources sowie die Substrate
der ausgangsseitigen PMOS- und NMOS-Transistoren (18,22) mit dem Ausgangsanschluss ( 14) verbunden. Eine Ansteuereinheit
(42) legt dann, wenn der Eingangsanschluss (12) gegeniiber dem Ausgangsanschluss ( 14) oder umgekehrt gesperrt sein soll, an
das Gate des eingangsseitigen PMOS-Tfansistors (16) sowie an das Gate des ausgangsseitigen PMOS -Transistors (18) jeweils
eine Steuerspannung an, die grofer als die Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss (12,14) abziiglich der
Schwellenspannung des betreffenden PMOS-Transistors (16,18) ist, und an das Gate des eingangsseitigen NMOS-Transistors (20)
sowie an das Gate des ausgangsseitigen NMOS-Transistors (22) jeweils eine Steuerspannung an, die kleiner als die Spannung am
Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss (12,14) zuziiglich der Schwellenspannung des betretfenden NMOS-Transistors (20,22) ist.
Ferner legt die Ansteuereinheit (42) dann, wenn der Eingangsanschluss (12) leitend mit dem Ausgangsanschluss (14) verbunden
sein soll, an das Gate des eingangsseitigen PMOS-Transistors (16) sowie an das Gate des ausgangsseitigen PMOS-Transistors
(18) jeweils eine Steuerspannung an, die um mindestens die Schweltenspannung des betretfenden PMOS-Transistors (16,18)
kleiner als die Spannung am Fingangs- bzw. Ausgangsanschluss (12,14) ist, und an das Gate des eingangsseitigen NMOS-
Transistors (20) sowie an das Gate des ausgangsseitigen NMOS-Transistors (22) jeweils eine Steuerspannung an, die um
mindestens die Schwellenspannung des betreffenden NMOS-Transistors (20,22) gréBer als die Spannung am Eingangs- bzw.
Ausgangsanschluss ist.
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Schalteranordnung

Die Erfindung betrifft eine Schalteranordnung zum Durchschalten von positi-
ven und negativen Spannungen an einem Eingang zu einem Ausgang sowie
zum Sperren des Eingangs gegenliber dem Ausgang.

In den verschiedensten Applikationen ist es erforderlich, Spannungen, die sich
innerhalb eines Bereichs zwischen einem positiven Maximalspannungswert und
einem negativen Minimalspannungswert bewegen, auf eine Schaltung auf-
zuschalten. Beispiele sind SC-Schaltungen (Integratoren oder Verstarker). Da-
bei ist es erforderlich, die Spannungen innerhalb dieses Eingangsspannungs-
bereichs wahlweise zu sperren oder aber durchzulassen. Die Schalteranord-
nungen weisen dabei steuerbare elektronische Schalter in Form von Transis-
toren auf. Je nach der Technologie, in der die Transistoren hergestellt sind,
sind deren Sperr- und Durchlassspannungen beschrankt. Die Spannungsfes-
tigkeit derartiger Transistoren kann unter Inkaufnahme gréBerer Chip-Flachen
erhdht werden, was aber mitunter wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Insbeson-
dere besteht ein Bedarf zur Schaltung von Spannungen flr hochprazise
Industrie-Applikationen im Bereich von +/- 24 Voit und hdher.

Aus EP-A-0 698 966 ist eine Schalteranordnung mit einem Eingang und einem
Ausgang und mit zwei beziglich ihrer steuerbaren Strompfade in Reihe ge-
schalteten MOS-Transistoren bekannt, die zwischen dem Eingang und dem

Ausgang angeordnet sind.

Schaltungsanordnungen mit einzeln oder paarweise in Reihe sowie parallel ge-
schalteten Transistoren sind In US-A-5 789 781, US-A-5 023 688, EP-A-1 024
596 und WO-A-95/28035 beschrieben.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schalteranordnung flr Hochvolt-Anwendun-
gen zu schaffen, bei der Niedervolt-Transistoren zum Einsatz kommen.
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Zur Ldsung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung eine Schalteranordnung

vorgeschlagen, die versehen ist mit

einem Ausgangsanschluss,

einer ersten Serienschaltung aus zwei PMOS-Transistoren mit jewells
einem Gate, einem Source und einem Drain und einem Substrat sowie
parasitdren Dioden zwischen dem Source bzw. dem Drain einerseits und
dem Substrat andererseits, wobei die parasitéren Dioden zur Verhinde-
rung des nicht gewoliten Durchschaltens einer Spannung gegeneinander
geschaltet sind,

einer zweiten Serienschaltung aus zwei NMOS-Transistoren mit jeweils
einem Gate, einem Source und einem Drain und einem Substrat sowie
parasitiren Dioden zwischen dem Source bzw. dem Drain einerseits und
dem Substrat andererseits, wobei die parasitéren Dioden zur Verhinde-
rung des nicht gewoliten Durchschaltens einer Spannung gegeneinander
geschaltet sind,

wobei die beiden Serienschaltungen parallel zueinander sowie zwischen
den Eingangs- und Ausgangsanschlliissen geschaltet sind und

wobei die Sources und die Substrate der eingangsseitigen PMOS- und
NMOS-Transistoren mit dem Eingangsanschiuss und die Sources sowie
die Substrate der ausgangsseitigen PMOS- und NMOS-Transistoren mit
dem Ausgangsanschluss verbunden sind und

einer Ansteuereinheit fir die PMOS- und NMOS-Transistoren zum wahl-
weisen Sperren oder Durchiassen einer Spannung am Eingangsanschluss
gegeniiber dem bzw. zum Ausgangsanschluss oder umgekehrt,

wobei die Ansteuereinheit dann, wenn der Eingangsanschiuss gegentber
dem Ausgangsanschluss oder umgekehrt gesperrt sein soll, an das Gate
des eingangsseitigen PMOS-Transistors sowie an das Gate des ausgangs-
seitigen PMOS-Transistors jeweils eine Steuerspannung anlegt, die groBer
als die Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss abzlglich der
Schwellenspannung des betreffenden PMOS-Transistors ist, und an das
Gate des eingangsseitigen NMOS-Transistors sowie an das Gate des aus-
gangsseitigen NMOS-Transistors jeweils eine Steuerspannung anlegt, die
kleiner als die Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsanschiuss zuzlg-
lich der Schwellenspannung des betreffenden NMOS-Transistors ist, und
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- wobei die Ansteuereinheit dann, wenn der Eingangsanschluss leitend mit
dem Ausgangsanschluss verbunden sein soll, an das Gate des eingangs-
seitigen PMOS-Transistors sowie an das Gate des ausgangsseitigen
PMOS-Transistors jeweils eine Steuerspannung anlegt, die um mindes-
tens die Schwellenspannung des betreffenden PMOS-Transistors kleiner
als die Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss ist, und an das
Gate des eingangsseitigen NMOS-Transistors sowie an das Gate des aus-
gangsseitigen NMOS-Transistors jeweils eine Steuerspannung anlegt, die
um mindestens die Schwellenspannung des betreffenden NMOS-Transis-

tors groRer als die Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss ist.

Bei dem erfindungsgemaBen Konzept handelt es sich um eine "floatende”
Hochvolt-CMOS-Schalteranordnung zum Sperren oder Durchlassen einer
negativen oder positiven Spannung innerhalb eines vorgegebenen Spannungs-
bereichs von beispielsweise +/- 24 Volt, Die einzelnen Schalter sind beispiels-
weise in SOI-Technologie ausgefiihrt. Die Schalteranordnung weist einen Ein-
gangsanschluss und einen Ausgangsanschluss auf, zwischen denen zwei zu-
einander parallel geschaltete Serienschaltungen aus PMOS- bzw. NMOS-Tran-
sistoren geschaltet sind. Derartige Transistoren weisen Substrat-Dioden auf.
ErfindungsgemédB sind die beiden PMOS-Transistoren der ersten Serienschal-
tung sowie die beiden NMOS-Transistoren der zweiten Serienschaltung derart
miteinander verschaltet, dass ihre parasitéren Substrat-Dioden jeweils gegen-
einander geschaltet sind, womit in jedem denkbaren Betriebsfall (positivere
Spannung am Eingangsanschluss gegenilber negativerer Spannung am Aus-
gangsanschluss oder umgekehrt) in jeder Serienschaltung jeweils eine Diode

in Sperrrichtung geschaltet ist.

ErfindungsgemaB ist ferner vorgesehen, dass die Gates der PMOS- und NMOS5-
Transistoren (ber eine Steuereinheit mit Steuerspannungen versorgt werden,
die unabhangig von der GréBe und der Vorzeichen der Spannungen am Ein-
gangs- und Ausgangsanschluss gezielt samtlich eingeschaltet oder samtlich
ausgeschaltet werden kénnen. Insoweit "floaten” also die Gates der Transisto-
ren, und zwar sind die Gates der beiden eingangsseitigen PMOS- und NMQOS-

Transistoren der aktuellen Spannung am Eingangsanschluss nachgeflhrt,



10

15

20

25

30

WO 2012/143347 PCT/EP2012/056986
-

wahrend die Gates der beiden ausgangsseitigen PMOS- und NMOS-Transisto-
ren der aktuellen Spannung am Ausgangsanschluss nachgefihrt sind.

Uber die Ansteuereinheit kann die jeweilige GroBe (einschlieBlich Vorzeichen)
der Spannungen am Eingangs- und am Ausgangsanschluss erfasst werden.
Wenn die Schalteranordnung sperren soll, so werden im einfachsten Fall die
Gates der eingangsseitigen PMOS- und NMOS-Transistoren auf dem Wert der
Spannung am Eingangsanschluss gehalten, wahrend die Gates der ausgangs-
seitigen PMOS- und NMOS-Transistoren auf dem Wert der gerade anliegenden
Spannung des Ausgangsanschlusses gehalten werden. Die Transistoren wer-
den eingeschaltet, indem von diesen aktuelien Spannungen die jeweiligen Ein-
gangsspannungen abgezogen oder zu diesen aktuellen Spannungen addiert
werden, so dass sich die fur den Einschaltzustand der jeweiligen Transistoren
bendtigten Gate-Source-Spannungen einstellen. Dies kann im einfachsten Fall
durch eine Addition (bzw. Subtraktion) dieser Schwellenspannungen zu den

aktuellen Gate-Spannungen erfolgen.

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass zwischen
dem Eingangsanschluss und den Gates der eingangsseitigen PMOS- und
NMOS-Transistoren eine eingangsseitige Spannungsnachfihreinheit und zwi-
schen dem Ausgangsanschluss und den Gates der ausgangsseitigen PMOS-
und NMOS-Transistoren eine ausgangsseitige Spannungsnachfiihreinheit ge-
schaltet ist, wobei eine Spannung an den Gates der beiden eingangsseitigen
PMOS- und NMOS-Transistoren der Spannung am Eingangsanschluss nach-
fihrbar und eine Spannung an den Gates der beiden ausgangsseitigen PMOS-
und NMOS-Transistoren der Spannung am Ausgangsanschluss nachfihrbar ist,
und dass die Ansteuereinheit dann, wenn der Eingangsanschluss gegenutber
dem Ausgangsanschluss gesperrt sein soll, an die Gates der Transistoren
neben deren der Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss nachge-
fihrten Spannung keine weitere Steuerspannung oder eine diese Transistoren
weiterhin sperrende Steuerspannung anlegt, und dann, wenn der Eingangsan-
schluss mit dem Ausgangsanschiuss leitend verbunden sein soll, an die Gates
der Transistoren neben deren der Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsan-
schluss nachgefiihrten Spannung die Schwellenspannung des jeweiligen



10

15

20

25

30

WO 2012/143347 PCT/EP2012/056986
-5 -

PMOS- bzw. NMOS-Transistors anlegt. Mit Hilfe der beiden bei diesem Aus-
fuhrungsbeispiel vorgesehenen Spannungsnachfuhreinheiten kann also die er-
findungsgeméBe Schalteranordnung nach dem Bootstrap-Prinzip gesteuert
werden.

Die Schalteranordnung gemal der vorstehenden Variante (nach Anspruch 2
bzw. 5) verfligt somit Uber floatende Gates. An diesen floatenden Gates der
Transistoren, deren Spannung nachgefuhrt wird, wird zur Spannung am Aus-
gang bzw. zur Spannung am Eingang die Schwell- bzw. Ansteuerspannung flr
den betreffenden Transistor addiert bzw. subtrahiert, was durch
Spannungsaddierer bzw. -substrahierer erfoigt. Die Spannung am Ausgang
bzw. am Eingang wird dabei z.B. durch eine Entkopplungseinheit wie z.B.
einem Operationsverstarker oder eine andere Spannungsfolgerschaltung (z.B.
Transistorschaltungen als sogenannter Source-Follower) an das Gate des be-

treffenden Transistors gegeben.

Das erfindungsgemaBe Konzept der Schalteranordnung mit jeweils zwel
seriengeschalteten PMOS- und NMOS-Transistoren in jeweils eigenen Sub-
straten bietet eine Méglichkeit, den verwendeten Eingangsspannungsbereich
von positiven Spannungen flir negative Spannungen oder von negativen
Spannungen auf positive Spannungen zu erweitern, wobei anstelle von Hoch-
volt-Transistoren lediglich Niedervolt-Transistoren eingesetzt werden mussen.

Die Erfindung verkérpert sich aber auch in einer Schalteranordnung mit ledig-
lich einer Serienschaltung aus zwei PMOS- oder zwei NMOS-Transistoren, wie

es in den Anspriichen 3 bis 5 beschrieben ist.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand dreier Ausfiihrungsbeispiele und unter
Bezugnahme auf die Zeichnung ndher erldutert, in der in den Fign. 1 bis 3 bei-

spielhafte Schalteranordnungen gezeigt sind.

GemadaB Fig. 1 weist die Schalteranordnung 10 einen Eingangsanschluss 12 und
einen Ausgangsanschluss 14 auf, zwischen denen zwei PMOS-Transistoren
16,18 sowie zwei NMOS-Transistoren 20,22 verschaltet sind. Dabei sind die
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beiden PMOS-Transistoren 16,18 in Serie geschaltet, wadhrend die beiden
NMOS-Transistoren 20,22 ebenfalls in Serie geschaltet sind. Diese beiden
Serienschaltungen 24,26 sind zueinander parallel geschaltet und befinden sich
zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsanschluss 12 bzw. 14,

Jeder Transistor 16,18,20,22 weist ein Gate 28, ein Source 30, ein Drain 32
und ein eigenes Substrat 34 auf. Das Source 30 des eingangsseitigen PMOS-
Transistors 16 sowie die eingangsseitigen NMOS-Transistors 20 sind mit dem
Eingangsanschluss 12 verbunden. Auch die Substrate 34 dieser beiden Tran-
sistoren sind mit dem Eingangsanschiuss 12 verbunden. In entsprechender
Weise sind die Sources 30 des ausgangsseitigen PMOS-Transistors 18 und des
ausgangsseitigen NMOS-Transistors 22 mit dem Ausgangsanschluss 14 ver-
bunden. Ihre Substrate 34 sind ebenfalls mit dem Ausgangsanschluss 14 ver-
bunden. Die parasitdren Substrat-Dioden 36 der jeweiligen PMOS- bzw.
NMOS-Transistoren 16,18 bzw. 20,22 der beiden Serienschaltungen 24,26 sind
jeweils gegeneinander geschaltet, so dass in jedem Fall eine elektrische Ver-
bindung zwischen dem Eingangsanschluss 12 und dem Ausgangsanschiuss 14
{iber die Substrate 34 der miteinander verbundenen Transistoren der beiden

Serienschaltungen 24,26 unterbunden ist.

Die Gates 28 der vier Transistoren 16,18,20,22 sind "floatend" und folgen den
Spannungen am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss 12,14. Zu diesem Zweck
sind die Gates 28 der beiden eingangsseitigen PMOS- und NMOS-Transistoren
16,20 Uber eine eingangsseitige Spannungsnachfiihreinheit 38 mit dem Ein-
gangsanschiuss 12 gekoppelt, und zwar durch z.B. eine an sich bekannte
Operationsverstérkerschaltung, die eine Riickkopplung der am Gate anliegen-
den Spannung zum Eingangsanschluss 12 verhindert. Genauso ist der Aus-
gangsanschiuss 14 Gber eine ausgangsseitige Spannungsnachfihreinheit 40
mit den Gates 28 der beiden ausgangsseitigen PMOS- und NMOS-Transistoren
18,22 miteinander gekoppelt, und zwar ebenfalls durch z.B. einen Operations-
verstarker, der eine Ruckkopplung der am Gate anliegenden Spannung zum
Ausgangsanschluss 14 verhindert. Den Gates 28 der vier Transistoren werden
nun neben den floatenden Potentialen die jeweiligen Schwellenspannungen
zugefiihrt, was mit Hilfe einer Ansteuereinheit 42 sowie den bei + und - ange-
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deuteten Spannungsaddierern bzw. -substrahierern, deren schaltungstechni-
sche Realisierungen an sich bekannt sind, erfolgt. Am Ausgangsanschluss 14
der Schalteranordnung 10 befindet sich eine bei 44 als Block schematisch dar-
gestellte applikationsabhéngige Schaltung zur Verarbeitung des durchge-
schalteten oder gesperrten Spannungssignals am Eingangsanschiuss 12 der
Schalteranordnung 10.

Die Schalteranordnung 10 nach Fig. 1 arbeitet wie folgt. Zum Sperren einer
Spannung am Eingangsanschluss 12 gegeniber dem Ausgangsanschiuss 14
werden an die (floatenden) Gates 28 der vier Transistoren Uber die nachge-
fuhrten aktuellen Spannungen am Eingangsanschluss 12 bzw. Ausgangsan-
schluss 14 keine weiteren Spannungen angelegt. Damit betragen die Gate-
Source-Spannungen samtlicher Transistoren null Volt. Pro Serienschaltung
24,26 ist damit mindestens ein Transistor gesperrt. Die Verbindung Uber die
parasitdren Substrat-Dioden 36 ist ebenfalls gesperrt, da mindestens eine die-

ser parasitéren Substrat-Dioden 36 pro Serienschaltung 24,26 sperrt.

Zum Durchlassen einer Spannung am Eingangsanschluss 12 zum Ausgangsan-
schluss 14 werden die vier Transistoren Uber die Ansteuereinheit 42 mit ihren
jeweiligen Schwellenspannungen Vo, beaufschlagt, und zwar dergestalt, dass
die Gates 28 der beiden PMOS-Transistoren 16,18 eine um die Schwellenspan-
nung niedrigere Spannung als die aktuelle Spannung am Eingangsanschluss
12 bzw. Ausgangsanschluss 14 erhalten. Entsprechend wird die Spannung an
den Gates 28 der beiden NMOS-Transistoren 20,22 gegeniiber der aktuellen
Spannung am Eingangsanschluss 12 bzw. Ausgangsanschluss 14 um die Ein-

gangsspannung erhoht. Dies ist ebenfalls in der Zeichnung angedeutet.

Die Erfindung ist auf die Realisierung einer Schalteranordnung mit zwei paral-
lel geschalteten Serienschaltungen aus jeweils zwei NMOS-Transistoren des-
selben Leitungstyps (d.h. eine Serienschaltung aus zwei PMOS-Transistoren
und eine Serienschaltung aus zwei NMOS-Transistoren) nicht beschrankt. Die
Erfindung umfasst auch solche Schalteranordnungen, bei denen lediglich eine
Serienschaltung (aus zwei PMOS-Transistoren oder aus zwei NMOS-Transisto-
ren) zwischen den Eingangs- und den Ausgangsanschluss der Schalteranord-
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nung geschaltet ist. Durch die Verwendung komplementarer Transistoren
(Serienschaltung aus PMOS- und aus NMOS-Transistoren) kann allerdings der
Spannungsbereich, innerhalb dessen die Schalteranordnung sperren oder lei-
ten soll, auf sowoh! den unteren als auch den oberen zuldssigen Eingangs-/
Ausgangsspannungsbereich erweitert werden. Bei Verwendung lediglich einer
Serienschaltung ist dieser Betriebsspannungsbereich auf entweder den unte-
ren oder den oberen Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich beschrankt. Die
entsprechenden Schalteranordnungen 10' und 10" bei Verwendung lediglich
einer Serienschaltung 24,26 aus PMOS- oder NMOS-Transistoren 16,18 bzw.
20,22 sind in den Fign. 2 bzw. 3 gezeigt. Auch bei diesen beiden Schalter-
anordnungskonzepten kann eine Spannungsnachfiihrung, wie sie im Zusam-

menhang mit Fig. 1 erldutert ist, erfolgen (floatende Gates).
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ANSPRUCHE

Schalteranordnung zum Durchschalten von positiven und negativen

Spanhnungen an einem Eingang zu einem Ausgang, mit

einem Eingangsanschiuss (12),

einem Ausgangsanschluss (14),

einer ersten Serienschaltung (24) aus zwei PMOS-Transistoren
(16,18) mit jeweils einem Gate, einem Source und einem Drain und
einem Substrat (34) sowie parasitaren Dioden (36) zwischen dem
Source bzw. dem Drain einerseits und dem Substrat (34} anderer-
seits, wobei die parasitéren Dioden (36) zur Verhinderung des nicht
gewollten Durchschaitens einer Spannung gegeneinander geschaltet
sind,

einer zweiten Serienschaltung (26) aus zwel NMOS-Transistoren
(20,22) mit jeweils einem Gate, einem Source und einem Drain und
einem Substrat (34) sowie parasitdren Dioden (36) zwischen dem
Source bzw. dem Drain einerseits und dem Substrat (34) anderer-
seits, wobei die parasitidren Dioden (36) zur Verhinderung des nicht
gewolliten Durchschaltens einer Spannung gegeneinander geschaltet
sind,

wobei die beiden Serienschaltungen (24,26) parallel zueinander sowie
zwischen den Eingangs- und Ausgangsanschllssen (12,14) geschaltet
sind und

wobei die Sources und die Substrate der eingangsseitigen PMOS- und
NMOS-Transistoren (16,20) mit dem Eingangsanschluss (12) und die
Sources sowie die Substrate der ausgangsseitigen PMOS- und NMOS-
Transistoren (18,22) mit dem Ausgangsanschluss (14) verbunden
sind und

einer Ansteuereinheit (42) fUr die PMOS- und NMOS-Transistoren
(16,18,20,22) zum wahlweisen Aus- oder Einschalten der PMOS- und
NMOS-Transistoren (16,18,20,22) zum Sperren oder Durchlassen
einer Spannung am Eingangsanschluss (12) gegeniber dem bzw.

zum Ausgangsanschluss (14) oder umgekehrt,
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- wobei die Ansteuereinheit (42) dann, wenn der Eingangsanschluss
(12) gegeniber dem Ausgangsanschluss (14) oder umgekehrt ge-
sperrt sein soll, an das Gate des eingangsseitigen PMOS-Transistors
(16) sowie an das Gate des ausgangsseitigen PMOS-Transistors (18)
jeweils eine Steuerspannung anlegt, die griBer als die Spannung am
Eingangs- bzw. Ausgangsanschiuss (12,14} abzlglich der Schwellen-
spannung des betreffenden PMOS-Transistors (16,18) ist, und an das
Gate des eingangsseitigen NMOS-Transistors (20) sowie an das Gate
des ausgangsseitigen NMOS-Transistors (22) jeweils eine Steuer-
spannung anlegt, die kleiner als die Spannung am Eingangs- bzw.
Ausgangsanschluss (12,14) zuziglich der Schwellenspannung des be-
treffenden NMOS-Transistors (20,22) ist, und

- wobei die Ansteuereinheit (42) dann, wenn der Eingangsanschluss
(12) leitend mit dem Ausgangsanschluss (14) verbunden sein soll, an
das Gate des eingangsseitigen PMOS-Transistors (16) sowie an das
Gate des ausgangsseitigen PMOS-Transistors (18) jewells eine
Steuerspannung anlegt, die um mindestens die Schwellenspannung
des betreffenden PMOS-Transistors (16,18) kleiner als die Spannung
am Fingangs- bzw. Ausgangsanschluss (12,14) ist, und an das Gate
des eingangsseitigen NMOS-Transistors (20) sowie an das Gate des
ausgangsseitigen NMOS-Transistors (22) jeweils eine Steuerspannung
anlegt, die um mindestens die Schwellenspannung des betreffenden
NMOS-Transistors (20,22) gréBer als die Spannung am Eingangs-

bzw. Ausgangsanschluss ist.

2.  Schalteranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Eingangsanschiuss (12) und den Gates der eingangsseitigen
PMOS- und NMOS-Transistoren (16,20) eine eingangsseitige Span-
nungsnachfiihreinheit (38) und zwischen dem Ausgangsanschiuss (14)
und den Gates der ausgangsseitigen PMOS- und NMOS-Transistoren
(18,22) eine ausgangsseitige Spannungsnachflihreinheit (40) geschaltet
ist, wobei die Spannungen an den Gates der beiden eingangsseitigen
PMOS- und NMOS-Transistoren (16,20) der Spannung am Eingangsan-
schluss (12) nachfiihrbar und die Spannungen an den Gates der beiden



WO 2012/143347 PCT/EP2012/056986
- 11 -

ausgangsseitigen PMOS- und NMOS-Transistoren (18,22) der Spannung
am Ausgangsanschiuss (14) nachfiihrbar sind, und dass die Ansteuerein-
heit dann, wenn der Eingangsanschiuss {(12) gegenlber dem Ausgangs-
anschluss (14) gesperrt sein soll, an die Gates der PMOS- und NMOS-
Transistoren (16,18,20,22) neben deren der Spannung am Eingangs-
bzw. Ausgangsanschiuss (12,14} nachgefiihrten Spannung keine weitere
Steuerspannung oder eine diese Transistoren (16,18,20,22) weiterhin
sperrende Steuerspannung anlegt, und dann, wenn der Eingangsan-
schluss (12) mit dem Ausgangsanschluss (14) leitend verbunden sein
soll, an die Gates der PMOS- und NMOS-Transistoren (16,18,20,22)
neben deren der Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss
(12,14) nachgefiihrten Spannung die Schwellenspannung des jeweiligen
PMOS- bzw. NMOS-Transistors (16,18,20,22) anlegt.

3. Schalteranordnung zum Durchschalten von positiven und negativen

Spannungen an einem Eingang zu einem Ausgang, mit

- einem Eingangsanschluss (12),

- einem Ausgangsanschiuss (14),

- einer Serienschaltung (24) aus zwei PMOS-Transistoren (16,18) mit
jeweils einem Gate, einem Source und einem Drain und einem Sub-
strat (34) sowie parasitdren Dioden (36) zwischen dem Source bzw.
dem Drain einerseits und dem Substrat andererseits, wobei die para-
sitdren Dioden (36) zur Verhinderung des nicht gewollten Durch-
schaltens einer Spannung gegeneinander geschaltet sind,

- wobei die Serienschaltung (24) zwischen den Eingangs- und Aus-
gangsanschlissen (12,14) geschaltet ist und

- wobei die Sources und die Substrate des eingangsseitigen PMOS-
Transistors (16) mit dem Eingangsanschluss (12) und die Sources so-
wie die Substrate des ausgangsseitigen PMOS-Transistors (18) mit
dem Ausgangsanschluss (14) verbunden sind und

- einer Ansteuereinheit (42) fUr die PMOS-Transistoren (16,18) zum
wahlweisen Sperren oder Durchlassen einer Spannung am Eingangs-
anschluss (12) gegenilber dem bzw. zum Ausgangsanschiuss (14)

oder umgekehrt,
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wobei die Ansteuereinheit (42) dann, wenn der Eingangsanschiuss
(12) gegenliber dem Ausgangsanschluss (14) oder umgekehrt ge-
sperrt sein soll, an das Gate des eingangsseitigen PMOS-Transistors
(16) sowie an das Gate des ausgangsseitigen PMOS-Transistors (18)
jeweils eine Steuerspannung anlegt, die groBer als die Spannung am
Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss (12,14} abzlglich der Schwellen-
spannung des betreffenden PMOS-Transistors (16,18) ist, und

wobei die Ansteuereinheit (42) dann, wenn der Eingangsanschluss
(12) leitend mit dem Ausgangsanschiuss (14) verbunden sein soll, an
das Gate des eingangsseitigen PMOS-Transistors (16) sowie an das
Gate des ausgangsseitigen PMOS-Transistors (18) jewells eine
Steuerspannung anlegt, die um mindestens die Schwellenspannung
des betreffenden PMOS-Transistors (16,18) kleiner als die Spannung
am Eingangs- bzw. Ausgangsanschiuss (12,14) ist.

Schalteranordnung zum Durchschalten von positiven und negativen

Spannungen an einem Eingang zu einem Ausgang, mit

einem Eingangsanschluss (12),

einem Ausgangsanschluss (14),

einer Serienschaltung (26) aus zwei NMOS-Transistoren (20,22) mit
jeweils einem Gate, einem Source und einem Drain und einem Sub-
strat (34) sowie parasitéren Dioden (36) zwischen dem Source bzw.
dem Drain einerseits und dem Substrat (34) andererseits, wobei die
parasitdren Dioden (36) zur Verhinderung des nicht gewoliten Durch-
schaltens einer Spannung gegeneinander geschaltet sind,

wobei die Serienschaltung (26) zwischen den Eingangs- und Aus-
gangsanschllssen (12,14) geschaltet ist und

wobei die Sources und die Substrate des eingangsseitigen NMOS-
Transistors (20) mit dem Eingangsanschiuss (12) und die Sources
sowie die Substrate der ausgangsseitigen NMOS-Transistors (22) mit
dem Ausgangsanschluss (14) verbunden sind und

einer Ansteuereinheit (42) flr die NMOS-Transistoren (20,22) zum
wahiweisen Aus- oder Einschalten der PMOS- und NMOS-Transistoren

(16,18,20,22) zum Sperren oder Durchlassen einer Spannung am
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Eingangsanschluss (12) gegeniiber dem bzw. zum Ausgangsanschliuss
(14) oder umgekehrt,

- wobei die Ansteuereinheit (42) dann, wenn der Eingangsanschluss
(12) gegenliber dem Ausgangsanschluss (14) oder umgekehrt ge-
sperrt sein soll, an das Gate des eingangsseitigen NMOS-Transistors
(20) sowie an das Gate des ausgangsseitigen NMOS-Transistors (22)
jeweils eine Steuerspannung anlegt, die kleiner als die Spannung am
Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss (12,14) zuziglich der Schwellen-
spannung des betreffenden NMOS-Transistors (20,22) ist, und

- wobei die Ansteuereinheit (42) dann, wenn der Eingangsanschluss
(12) leitend mit dem Ausgangsanschluss (14) verbunden sein soll, an
das Gate des eingangsseitigen NMOS-Transistors (20) sowie an das
Gate des ausgangsseitigen NMOS-Transistors (22) jeweils eine
Steuerspannung anlegt, die um mindestens die Schwellenspannung
des betreffenden NMOS-Transistors (20,22) groBer ais die Spannung
am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss ist.

5. Schalteranordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Eingangsanschluss (12) und dem Gate des eingangs-
seitigen PMOS- bzw. NMOS-Transistors (16,20} eine eingangsseitige
Spannungsnachfiihreinheit (38) und zwischen dem Ausgangsanschluss
(14) und dem Gate des ausgangsseitigen PMOS- bzw. NMOS-Transistors
(18,22) eine ausgangsseitige Spannungsnachfiihreinheit (40) geschaltet
ist, wobei die Spannung an dem Gate des eingangsseitigen PMOS- bzw.
NMOS-Transistors {16,20) der Spannung am Eingangsanschluss (12)
nachfiihrbar und die Spannung an dem Gate des ausgangsseitigen PMOS-
bzw. NMOS-Transistors (18,22) der Spannung am Ausgangsanschiuss
(14) nachfihrbar ist, und dass die Ansteuereinheit dann, wenn der Ein-
gangsanschluss (12) gegenlber dem Ausgangsanschluss (14) gesperrt
sein soll, an die Gates der beiden PMOS- bzw. NMOS-Transistoren
(16,18,20,22) neben deren der Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangs-
anschluss (12,14) nachgefithrten Spannung keine weitere Steuerspan-
nung oder eine diese Transistoren (16,18,20,22) weiterhin sperrende

Steuerspannung anlegt, und dann, wenn der Eingangsanschiuss (12} mit
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dem Ausgangsanschluss (14) leitend verbunden sein soll, an die Gates
der beiden PMOS- bzw. NMOS-Transistoren (16,18,20,22) neben deren
der Spannung am Eingangs- bzw. Ausgangsanschluss (12,14) nachge-
fuhrten Spannung die Schwellenspannung des jeweiligen PMOS- bzw.
NMOS-Transistors (16,18,20,22) anlegt.
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